AMPLIFICADOR DRAIN COMUN
REPASO DEL DESARROLLO DE ECUACIONES




* Circuito equivalente con el modelo m incluyendo r,
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* Ganancia de voltaje Se define Ry = R¢//RL//r
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La salida esta en fase con la entrada



Resistencia de entrada

Resistencia de salida Vp = -vgs T—\F

G ~ -~

o - N \ , e

p=Ye Np o\ _\ (h_s_,_{._—,-rm

Re  To T E R To %)
RQ:\L‘L — I
Ap AL

Ro =Rs//ro//(1/8m)



Ganancia de corriente
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Depende del valor de las resistencias de polarizacion




EJERCICIO CON EL AMPLIFICADOR DRAIN COMUN
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W‘ Esto significa que para la ecuacion
NN A de la region de saturacion del
NG A 2V MOSFET la constante total es
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* Los parametros del MOSFET

Iy =2k (Vs = V)’

En saturacion: 2

En los manuales aparece Grs "Forward Transconductance":
Relacion entre la variable de salida (Ip) y la de entrada Vgs para una
corriente Ip especifica. Esta definicion es similar al gnm para
pequena seial, aplicada a valores DC. Para el MOSFET VN10K:

G Forward transductance 100 - - | mmho Vo = 10V, |, = 500mA

Para trabajar con las ecuaciones de polarizacion se define:
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Utilizando una de las ecuaciones para gm y aplicandola a Grs
(identificada también como Gn):
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Con los datos del ejercicio:
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* Calculo del punto de operacion suponiendo saturacion

; e Tﬁ“—ﬂl VN Voltaje Vee:
A4 E \ | Q
V—u MO
\ V.o =y =8y
2z ik IMQ
s S
o - Vi =2V
; o | S .‘
\p = A ('\}’r(;ri‘\jjc\ Sl Af o e T ONEE T T
11%3‘5051":9“5 N 2 - Lb x\iE

R FRE N,

g
U
\



| - \Z
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* Analisis de pequeia sefnal. Parametros
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* Modelo de pequena seinal




* Modelo de pequeiia seiial arreglado
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* Ganancia de voltaje
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* Resistencia de entrada R ¢ e U = G631 M 0O

* Resistencia de salida




* Ganancia de corriente
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Resistencia de entrada muy elevada

Resistencia de salida baja
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La resistencia Rg evita la Yoo
acumulacion de carga estatica
en Gate, y el condensador Cg

asegura que Gate esté a tierra

para el analisis de pequena
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EJERCICIO PARA LA CONFIGURACION GATE COMUN
DESARROLLAR LAS ECUACIONES DEL MODELO DE PEQUENA SENAL
EN FORMA LITERAL

Con modelo 1t
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* Del modelo Tt simplificado:
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Ganancia de corriente
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Resistencia de entrada

Esta configuracion tiene una baja resistencia de entrada.



* Resistencia de salida
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ESPE]JO DE CORRIENTE CON MOSFET

Hallar los valores de los voltajes y corrientes en el circuito.
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Ecuacion de la corriente en el MOSFET. Calculo de Ip
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ParaIp = 0,71mA tenemos Vgs =0, 65V mientras que para Ip = 0,4mA

tenemos Vgs = 4V.
La corriente Ip2 es igual a Ip y constituye la fuente de corriente que

puede utilizarse para polarizar otros amplificadores.



